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本文研究了用声光调 Q Nd: YAG 倍频激光诱导 Pt ， Au 和 Mo 在 P一型 Si(lll ) 基片的

界面上生成各种金属硅化物的反应。

激光器的倍频材料采用银酸顿纳(Ba2NaNb5015 )晶体，激光输出的波长为 532nm，脉宽

为 90ns，峰值功率为1.0kW， 调制频率为 2kHz ， 聚焦后光斑直径为 50μm，扫描速度分别

为 9 . 3 、 14. 3 和 2 1. 0mm/s o Si (1 11)基片上 'Pt ， Au 和 Mo 膜的厚度分别为 400-1000 A , ZrOa 

1200A和 5700 A。为了降低金属膜对激光的反射，在表面上涂了光学厚度为入射波长 1/4的

减反膜。经激光辐照后的样品表面用X射线衍射、 X射线光电子能谱(XPS)和卢瑟福背散射

谱作物相分析，并用金相显微镜和扫描电子显微镜(SEM)观察了表面形貌。

用声光调 Q Nd: YAG 倍频激光诱导 Pt-Si 界面反应，经X-射线衍射分析表明界面上

形成了均一的单相 Pt12S鸟，由 XPS 分析测得表面经 Ar+ 离子束刻蚀后民 4f712 电子谱峰值

的化学位移为 1. 3eVo CW Nd: YAG 激光(1.064μm) 也能诱导Pt-Si 的界面反应。但由X

射线衍射分析表明生成了非均一的多相铀硅化合物，如 PtaSi ， Pt12Si5 和 Pt2Si。由 XPS 测

得经 Ar+离子刻蚀后目的化学位移值为1. 0eV，而且铅硅化物层的组成随表面深度的不同

而改变。由 2.0 MeV 4He+ 产生的卢瑟福背散射测得表面层中的锦硅原子数比值随激光平均

功率密度的增加而增加。用金相显微镜和扫描电镜时对表面形貌的观察表明，脉冲激光退火

可能是通过表面熔化和快速萍冷过程z 而 CW激光退火可能是一个非熔化的固相扩散过程。

由倍频脉冲激光(0.532μm )诱导的 Au-Si 界面反应， 经 X一射线衍射法测得三种亚稳态

硅化物为 AU7缸 ， AuõSi 和 AuaSi。由 XPS 分析表明表面上 AU4f7/2 峰值的化学位移仅 0.1-

O. 3eV，但经Ar+离子刻蚀后的位移值为 O . 5-0.6eV。这些结果表明激光诱导反应在 Au-Si。

界面上发生，而形成的亚稳态相在早期的 Au-Si 相图中是不存在的 。

倍频脉冲激光诱导 Mo-Si 界面反应生成的铝硅化合物，经X射线衍射法测定为单相的亚

稳态 Mo5Sia。由 XPS 分析测得 Mo 的 3dõ/2 电子谱峰值的化学位移为 3 .6eV。这种 MoóSia 对

熟知的 Mo-Si 相图是一个补充.
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